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Typ und Verwendung

0C 57

0C 58

0C 59

p-n-p-Fliachentransistoren in Subminiatur-Metallgehéuse zur Verwendung in Horgeraten

Vierpolgréfen und Betriebsdaten, 7,g, = 25 °C, f = 1000 Hz

-Uce ) 2 2 . 2

-1 (mA) 0,5 0,5 0,5
hise ® -~ 2900 4000 5700

hize ) 17 . 10-4 17 . 10- 4 17 - 10-4
haie ©) 50 65 20

haz e uS) 60 80 100

Iy ) 2200 3300 4700

In (kS2) 22 15 12

Vi (dB) 37 36 36

foe (kHz) z 10 z 10 2 10

Grenzdaten

K (C/mW) = 15 = 15 =15

T; ) max. 55 max. 55 max. 55

N¢ (mW) max. 10 max. 10 max. 10
~Uce; -Ucem 2] max. 3; max.7 max. 3; max.7 max. 3; max.7
-Ucs: -Ucam ) max. 7 max. 7 max. 7
~Ues; -Ues m (%) max. 7 max. 7 max. 7
=l -iewm (mA) max. 5; max. 10 max. 5; max. 10 max. 5; max. 10

1) Auflere Impedanz zwischen Basis und Emitter = 10 k<.

0C 65 0C 66
Typ p-n-p-Fldchentransistor p-n-p-Flidchentransistor
inMiniatur-Metallgehduse, inMiniatur-Metallgehause,
und Verwendung fiir NF-Vorstufen fiir NF-Vor- und Endstufen
in Hirgeréten in Horgerdten
Vierpolgriifien und Betriebsdaten 7,4, = 25°C, f= 1000 Hz
=Uce (42 2 2
-Ic (mA) 0,5 3,0
hige (S2) 2200 800
hize -) 9.10-4 54.10-4
hare ) 30 47
hyze (HS) 23 80
Iy (S2) 1500 2200
n (ks2) 68 15
VN (dB) 38 40
fre (kHz) 15 10
Grenzdaten
K (C/mW) =0,65 =0,65
Tugs ") max. 65 max. 65
-Ic (mA) max. 10 max. 10
~iom (mA) max. 10 max. 10
-Uce ) max. 5 max. 5
~Ucem V) max. 10 max. 10




